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【はじめに】  我々は、Field Emitter Arrays(FEAs)を用いた苛酷な環境でも耐えられる宇宙用デバ

イスを提案しており、その実現のため中本研独自の低仕事関数材料である導電性セラミック

Cr3Si・SiO2の研究を行っている 1)。本研究では、SiO2 比率を変化させた Cr3Si・SiO2薄膜を作製し、

薄膜の電子状態を調べた。 
【実験】  多元マグネトロンスパッタリング装置を用いて、SiO2 比率を変化させて Cr3Si と SiO2

の同時スパッタリングにより、Cr3Si・SiO2薄膜を作製した。作製した薄膜の状態密度及び結晶格

子の歪を、それぞれ、紫外線光電子分光法(UPS)、X 線回折法(XRD)を用いて評価した。 
【結果】  Cr3Si・SiO2薄膜の状態密度のピーク強度と SiO2比率の関係を Fig.1 に示す。SiO2比率

が 18%の場合に状態密度のピーク強度が最大となった。Cr3Si・SiO2薄膜の b 軸の格子定数と SiO2

比率の関係を Fig.2 に示す。SiO2比率が 16-18%を超えると大幅に b 軸の格子定数は増加した。結

晶格子の歪は 16-18%付近から大きくなったと考えられる。Cr-O 結合の比率と SiO2 比率の関係は

Fig.3 に示すように、SiO2比率が 18%の場合に Cr-O 結合の比率が最大となった 2)。また、Cr3Si・
SiO2 薄膜の仕事関数は、SiO2比率が 18%の場合に最小となり、金属 Cs の 1.9eV 同等以下の 1.8eV
程度であった 3)。SiO2 比率が 18%の場合に Cr3Si・SiO2 薄膜の状態密度のピーク強度、Cr-O 結合

の比率が共に最大となるため、結晶格子の歪に起因して、Cr3Si・SiO2薄膜の仕事関数が最も低く

なった可能性がある。 
【結論】  SiO2 比率を変化させた導電性セラミック Cr3Si・SiO2 薄膜を作製し、電子状態を調べた。

SiO2比率 18%で状態密度のピーク強度、Cr-O結合の比率が最大となった。結晶格子の歪の増大が、

Cr3Si・SiO2薄膜の仕事関数の変化に関係している可能性がある。 
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Fig.1 Relation between intensity 

of DOS and SiO2 ratio 
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Fig.2 Relation between lattice 

constant and SiO2 ratio 
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Fig.3 Relation between Cr-O 

bonding ratio and SiO2 

ratio 
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